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(54) 테스트패드를 구비한 유기전계 발광표시장치

(57) 요약

본 발명은 유기전계 발광표시장치의 각종 신호를 측정할 수 있는 테스트패드를 구비하여 효율적으로 신호특성을 측정할

수 있는 유기전계 발광표시장치 및 그의 제조방법을 개시한다.

본 발명의 유기전계 발광표시장치는 표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과; 상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화

소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을 표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소

어레이와; 상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지

스터를 구비하는 다수의 더미화소와; 상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되고, 상기 화소에 인가되는 신호

를 측정하기 위한 테스트패드를 구비한다.

상기 테스트패드는 상기 더미화소의 더미화소전극에 연결되어, 상기 화소의 화소전극신호를 측정하거나, 상기 더미 박막

트랜지스터의 게이트 전극 또는 소오스/드레인 전극에 연결되어 게이트전극 또는 소오스/드레인 전극의 신호를 측정한다.

대표도

도 2b

특허청구의 범위
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청구항 1.

표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과;

상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을

표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와;

상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구

비하는 다수의 더미화소와;

상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되고, 상기 화소에 인가되는 신호를 측정하기 위한 테스트패드를 구비

하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 테스트패드는 상기 더미화소의 더미화소전극에 연결되어, 상기 화소의 화소전극신호를 측정하는 것

을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 화소의 박막 트랜지스터는 게이트전극 및 소오스/드레인 전극을 구비하며,

상기 더미화소의 더미 박막 트랜지스터는 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극을 구비하고,

상기 테스트패드는 상기 더미 박막 트랜지스터에 연결되어 상기 화소의 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극중 적어도 하나

의 전극 신호를 측정하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 4.

제3항에 있어서, 상기 테스트패드는 상기 더미 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결되는 게이트 전극패턴을 구비하여

상기 화소의 게이트 전극신호를 측정하거나 또는 상기 더미 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 전극에 연결되는 소오스/드

레인 전극패턴을 구비하여 상기 화소의 소오스/드레인 전극신호를 측정하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평

판표시장치.

청구항 5.

제2항에 있어서, 상기 테스트패드는 상기 더미화소의 더미화소전극에 연결되는 화소전극패턴과, 상기 더미 박막 트랜지스

터의 소오스/드레인 전극에 연결되는 소오스/드레인 전극패턴 및 상기 더미 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결되는 게

이트 전극패턴을 구비하여, 상기 화소의 화소전극신호, 게이트 전극신호 및 소오스/드레인 전극신호를 측정하는 것을 특징

으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 6.

표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과;
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상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을

표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와;

상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구

비하는 다수의 더미화소와;

상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며,

각 더미화소는

기판의 표시영역상에 형성된 게이트전극과;

상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제1절연막에 형성된 소오스/드레인 전극과;

소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비

하고,

상기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어, 상기 더미화소전극에 연결되는 화소전극패턴을

구비하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 테스트 패드는 상기 기판의 비표시영역상에 형성되는 게이트 전극패턴과 상기 비표시영역에 대응하

는 제1절연막상에 형성되는 소오스/드레인 전극패턴중 적어도 하나를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비

한 평판표시장치.

청구항 8.

표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과;

상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을

표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와;

상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구

비하는 다수의 더미화소와;

상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며,

각 더미화소는

기판의 표시영역상에 형성된 게이트전극과;

상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제1절연막에 형성된 소오스/드레인 전극과;
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소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비

하고,

상기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 제1절연막상에 형성되어, 상기 소오스/드레인 전극에 연결되는 소오스/드

레인 전극패턴을 구비하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 테스트 패드는 상기 기판의 비표시영역상에 형성되는 게이트 전극패턴을 더 구비하는 것을 특징으

로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

청구항 10.

표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과;

상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을

표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와;

상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구

비하는 다수의 더미화소와;

상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며,

각 더미화소는

기판의 표시영역상에 형성된 게이트전극과;

상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제1절연막에 형성된 소오스/드레인 전극과;

소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과;

상기 표시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비

하고,

상기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 기판상에 형성되어, 상기 게이트 전극에 연결되는 게이트 전극패턴을 구

비하는 것을 특징으로 하는 테스트패드를 구비한 평판표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 유기전계 발광표시장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 표시영역에 배열된 더미화소에 연결되는 테스트패

드를 비표시영역에 배열하여 소자에 제공되는 신호들을 용이하게 측정할 수 있는 테스트패드를 구비한 유기전계 발광표시

장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액티브 매트릭스형 유기전계 발광표시장치는 구동과 관련된 불량원인을 파악하거나 또는 소자의 특성을 분석

하기 위하여 소자에 제공되는 각종 신호를 측정하였다. 이와같이 각종 신호를 측정하기 위해서는 측정팁(tip)으로 프루빙

(probing)하여야 하는데, 일반적인 유기전계 발광표시장치는 신호가 제공되는 단자, 즉 전극중 캐소드전극만이 노출되어

있고 나머지 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극과 애노드전극은 절연막에 의해 덮혀져 있다.

그러므로, 게이트전극, 소오스/드레인 전극 및 애노드전극에 제공되는 신호를 팁으로 프루빙하기 위해서는 상기 게이트전

극, 소오스/드레인 전극 및 애노드전극상부의 절연막을 제거하여 상기 전극들을 노출시켜 주어야 한다. 종래에는 FIB

(Focused Ion Beam)을 이용하여 신호를 측정하고자 하는 전극상부에 형성된 절연막을 제거하여 상기 측정하고자 하는

전극을 노출시켜주고, 상기 노출된 전극을 측정 팁으로 프루빙하여 신호를 측정하였다.

그러나, 상기한 바와같은 종래의 신호측정방법은 신호를 측정할 때마다 측정하고자 하는 부위의 절연막을 FIB를 이용하여

제거하여 주어야 하므로, 공정이 번거롭고 비효율적인 문제점이 있었다. 또한, FIB 작업시 재증착되는 이온소오스에 의해

미세한 전기적인 누설이 발생되는 등 측정오류가 발생되는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 바와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 표시영역의 더미화소에 연결되는 테스트패드

를 비표시영역에 배열하여 소자에 제공되는 신호들을 용이하게 측정할 수 있는 유기전계 발광표시장치를 제공하는 데 그

목적이 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과; 상기 기판의 표시영역에 배열되어 각

각 화소전극과 상기 화소전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을 표시하기 위한 다수의 화소를 구비한

화소어레이와; 상기 화소어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트

랜지스터를 구비하는 다수의 더미화소와; 상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되고, 상기 화소에 인가되는

신호를 측정하기 위한 테스트패드를 구비하는 평판표시장치를 제공한다.

상기 테스트패드는 상기 더미화소의 더미화소전극에 연결되어, 상기 화소의 화소전극신호를 측정한다.

상기 화소의 박막 트랜지스터는 게이트전극 및 소오스/드레인 전극을 구비하며, 상기 더미화소의 더미 박막 트랜지스터는

게이트 전극 및 소오스/드레인 전극을 구비한다. 상기 테스트패드는 상기 더미 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결되는

게이트 전극패턴을 구비하여 상기 화소의 게이트 전극신호를 측정하거나 또는 상기 더미 박막 트랜지스터의 소오스/드레

인 전극에 연결되는 소오스/드레인 전극패턴을 구비하여 상기 화소의 소오스/드레인 전극신호를 측정한다. 상기 테스트패

드는 상기 더미화소의 더미화소전극에 연결되는 화소전극패턴과, 상기 더미 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 전극에 연

결되는 소오스/드레인 전극패턴 및 상기 더미 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결되는 게이트 전극패턴을 구비하여, 상

기 화소의 화소전극신호, 게이트 전극신호 및 소오스/드레인 전극신호를 측정한다.

또한, 본 발명은 표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과; 상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소

전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을 표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와; 상기 화소

어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구비하는 다

수의 더미화소와; 상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며, 각 더미화소는 기판의

표시영역상에 형성된 게이트전극과; 상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과; 상기 표시영역에 대응하는 제1절

연막에 형성된 소오스/드레인 전극과; 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과; 상기 표

시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비하고, 상

기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어, 상기 더미화소전극에 연결되는 화소전극패턴을

구비하는 평판표시장치를 제공한다.

등록특허 10-0669742

- 5 -



상기 테스트 패드는 상기 기판의 비표시영역상에 형성되는 게이트 전극패턴과 상기 비표시영역에 대응하는 제1절연막상

에 형성되는 소오스/드레인 전극패턴중 적어도 하나를 더 구비한다.

또한, 본 발명은 표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과; 상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소

전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을 표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와; 상기 화소

어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구비하는 다

수의 더미화소와; 상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며, 각 더미화소는 기판의

표시영역상에 형성된 게이트전극과; 상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과; 상기 표시영역에 대응하는 제1절

연막에 형성된 소오스/드레인 전극과; 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과; 상기 표

시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비하고, 상

기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 제1절연막상에 형성되어, 상기 소오스/드레인 전극에 연결되는 소오스/드레

인 전극패턴을 구비하는 평판표시장치를 제공한다.

상기 테스트 패드는 상기 기판의 비표시영역상에 형성되는 게이트 전극패턴을 더 구비한다.

또한, 본 발명은 표시영역 및 비표시영역을 구비한 기판과; 상기 기판의 표시영역에 배열되어 각각 화소전극과 상기 화소

전극을 구동하기 위한 박막 트랜지스터를 구비하며, 화상을 표시하기 위한 다수의 화소를 구비한 화소어레이와; 상기 화소

어레이에 인접하여 배열되고, 각각 더미 화소전극과 상기 더미 화소전극에 연결되는 더미 박막 트랜지스터를 구비하는 다

수의 더미화소와; 상기 비표시영역에 배열되어 상기 더미화소에 연결되는 테스트패드를 포함하며, 각 더미화소는 기판의

표시영역상에 형성된 게이트전극과; 상기 게이트 전극 및 기판상에 형성된 제1절연막과; 상기 표시영역에 대응하는 제1절

연막에 형성된 소오스/드레인 전극과; 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비하는 제2절연막과; 상기 표

시영역에 대응하는 제2절연막상에 형성되어 소오스/드레인 전극중 하나의 전극에 연결되는 더미화소전극을 구비하고, 상

기 테스트패드는 상기 비표시영역에 대응하는 기판상에 형성되어, 상기 게이트 전극에 연결되는 게이트 전극패턴을 구비

하는 평판표시장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

이하 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치의 평면도를 도시한 것이다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 유기전계 발광표시장치(10)는 표시영역(12)과 비표시영역(13)을 구비한 기판(11)을 구비한

다. 상기 기판(11)의 표시영역(12)에는 화상을 표시하기 위한, 각각 R, G, B 단위화소(101), (102), (103)을 구비하는 다수

의 화소(100)가 매트릭스형태로 배열된다.

상기 표시영역(12)의 양측에지부분 즉, 다수의 화소(100)가 배열되는 화소어레이의 양측에지부분에는 화상표시에는 사용

되지 않으나, 상기 R, G, B 단위화소(101), (102), (103)와 동일한 구조를 갖는 다수의 더미화소(105)를 구비하는 더미화

소군(115)이 배열된다. 도 1에서는 더미화소가 양측에지부분에 있는 것을 예로 들었지만, 더미화소는 화소어레이의 4면의

에지전체에 또는 에지중 일부분에 배열될 수도 있다. 또한, 유기전계 발광표시장치(10)는 비표시영역(13)에 상기 더미화

소(105)에 연결되는 테스트패드(160)를 구비한다.

도 2a는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미화소(105)와 상기 더미화소(105)에 연결

되는 테스트패드(160)의 평면구조를 도시한 것이다.

도 2a를 참조하면, 기판(11)의 표시영역(12)에 배열된 더미화소(105)는 2개의 더미 박막 트랜지스터, 예를 들어 하나의 스

위칭 박막 트랜지스터(120)와 하나의 구동 박막 트랜지스터(140) 및 하나의 캐패시터(130) 그리고 더미 화소전극(260)를

구비한다.

상기 스위칭 박막 트랜지스터(120)는 p형 박막 트랜지스터로서, 소오스/드레인영역(도면상에는 도시되지 않음)을 구비하

는 반도체층(121)과, 게이트라인(151)에 연결되는 게이트(123)과, 상기 데이터라인(155)에 연결되는 소오스전극(125) 및

캐패시터(130)에 연결되는 드레인전극(127)을 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극(125), (127)은 콘택홀(124), (126)을

통해 상기 반도체층(121)의 소오스/드레인영역에 각각 연결된다.

상기 캐패시터(130)는 콘택홀(128)을 통해 상기 스위칭 박막 트랜지스터(120)의 드레인 전극(127)에 연결되는 하부전극

(131)과, 상기 하부전극(131)과 오버랩되어 배열되고 전원라인(153)에 연결되는 상부전극(135)을 구비한다.
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상기 구동 박막 트랜지스터(140)는 소오스/드레인영역(도 2b의 211, 215)을 구비한 반도체층(210)과, 상기 캐패시터

(130)의 하부전극(131)에 연결되는 게이트전극(225)과, 상기 전원라인(153)에 연결되는 소오스전극(241) 및 화소전극인

애노드전극(260)에 연결되는 드레인전극(245)을 구비한다. 상기 소오스/드레인전극(241), (245)은 콘택홀(231), (235)을

통해 상기 반도체층(210)의 소오스/드레인 영역(211), (215)에 연결된다. 상기 애노드전극(260)은 상기 구동 박막 트랜지

스터(240)의 드레인 전극(245)과 비어홀(255)을 통해 연결된다.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 테스트패드(160)는 애노드전극(260)의 신호를 측정하기 위한 테스트패드이므로, 상기

테스트패드(160)는 애노드전극(260)에 연결되도록 형성된다. 본 발명의 실시예에서는 애노드전극(260)의 하단으로부터

인출되어 테스트패드(160)가 형성되는 구조를 예시하였으나, 비어홀(255)을 통해 상기 구동 박막 트랜지스터(140)의 드

레인전극(245)에 연결되도록 비표시영역(13)에 형성되는 테스트패드(160)의 구조는 모두 가능하다.

도면상에는 도시되지 않았으나, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치는 표시영역(12)에 배열된 R, G, B 단위

화소(101), (102), (103)는 상기 더미화소(105)과 동일한 셀구조를 갖는다. 따라서, 단위화소(101), (102), (103)는 각각

하나의 스위칭 박막 트랜지스터, 하나의 구동 박막 트랜지스터 및 캐패시터를 구비한다.

본 발명의 실시예에서는 더미화소(105)와 단위화소(101), (102) 및 (103)은 2개의 박막 트랜지스터와 하나의 캐패시터로

구성되어 도 2a 내지 도 2c에 도시된 바와같은 평면구조 및 단면구조를 갖는 것으로 설명하였으나, 더미화소(105)와 단위

화소(101), (102) 및 (103)의 구조가 반드시 이에 한정되지 않고 다양한 구조를 갖는다.

도 2b는 본 발명의 일 실시예에 따른 테스트패드를 구비한 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미화소(105)와 테

스트패드(160)의 단면도이다. 도 2b는 도 2a의 IIB-IIB선에 따른 단면구조를 도시한 것이다.

도 2b를 참조하면, 기판(200)상에 버퍼층(205)이 형성되고, 상기 버퍼층(205)상에 반도체층(210)이 형성된다. 상기 반도

체층(210)은 소정 도전형, 예를 들어 p형 소오스/드레인영역(211), (215) 및 채널영역(217)을 구비한다. 상기 게이트 절연

막(220)중 상기 반도체층(210)에 대응하는 부분에는 게이트(225)이 형성되고, 층간 절연막(230)상에는 콘택홀(231),

(235)을 통해 상기 소오스/드레인 영역(211), (215)에 연결되는 소오스/드레인 전극(241), (245)을 구비한다.

상기 소오스/드레인 전극(241), (245)을 포함한 층간 절연막(230)상에는 보호막(250)이 형성되고, 보호막(250)상에는 비

어홀(255)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(241), (245)중 드레인 전극(245)에 연결되는 화소전극인 애노드전극(260)이

형성된다. 이때, 보호막(250)상에는 상기 애노드전극(260)에 연결되는 테스트패드(160)가 형성된다. 상기 테스트패드

(160)는 애노드전극(260)으로부터 연장되는 애노드전극패턴(267)으로 이루어진다.

본 발명의 실시예에서는 테스트패드(160)은 개구부(257)를 통해 서로 전기적으로 연결되는, 상기 애노드전극(260)으로부

터 연장된 애노드전극패턴(267)과 애노드전극패턴(267)의 하부에 배열된 소오스/드레인 전극패턴(247)을 구비하는데, 다

른 예로서 애노드전극패턴(267)만으로도 상기 테스트패드(160)을 구성할 수도 있다.

상기 테스트패드(160)을 형성하는 방법은 층간 절연막(230)상에 소오스/드레인 전극물질을 증착한 다음 패터닝하여 소오

스/드레인 전극(241), (245)을 형성할 때 상기 소오스/드레인 전극(241), (245)과는 분리된 소오스/드레인 전극패턴(247)

을 형성한다. 이어서, 기판상에 보호막(250)을 증착한 다음 식각하여 비어홀(255)을 형성할 때 상기 소오스/드레인 전극패

턴(247)의 일부분이 노출되도록 상기 개구부(257)를 형성한다.

이어서, 애노드전극물질을 기판상에 증착한 다음 패터닝하여 애노드전극(260)과 상기 애노드전극(260)에 연결되는 테스

트패드(160)를 형성한다. 다음, 기판상에 화소분리막(280)을 형성한 다음 사진식각하여 상기 테스트패드(120)의 애노드

전극패턴(267)을 노출시켜 주는 개구부(277)를 형성한다. 마지막으로, 기판의 표시영역(12)에 전면적으로 캐소드전극

(285)을 형성한다.

더미화소(105)는 화상을 표시하기 위한 화소가 아니므로 상기 애노드전극(260)의 일부분을 노출시켜 주기 위한 개구부를

화소분리막에 형성하지 않으므로, 상기 테스트패드(160)를 노출시켜 주기위한 개구부(277)는 도 2c에 도시된 바와같이

화소(101)의 애노드전극(265)을 노출시켜주는 개구부(275)를 형성할 때 형성한다.
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본 발명의 실시예에서는, 테스트패드(160)를 노출시키는 개구부를 형성할 때, 보호막(250)을 식각하여 비어홀(255)을 형

성할 때 소오스/드레인 전극패턴(247)을 노출시키는 개구부(257)를 형성한 다음, 각 단위화소의 화소분리막(270)를 식각

하여 개구부(275)를 형성할 때 애노드전극패턴(267)을 노출시키는 개구부(277)를 형성하여 줌으로써, 테스트패드(160)

를 노출시켜 준다.

그러므로, 소오스/드레인 전극(241), (245)을 패터닝할 때 테스트패드(160)용 소오스/드레인 전극패턴(247)을 형성하고,

보호막(250)을 식각하여 비어홀(255)을 형성할 때 상기 소오스/드레인 전극패턴(247)을 노출시키기 위한 개구부(247)를

형성하며, 애노드전극(260)을 패터닝할 때 애노드전극패턴(267)을 형성하고, 화소분리막(270)을 식각하여 개구부(275)

을 형성할 때 애노드 전극패턴(267)을 노출시켜 줌으로써, 추가공정없이 테스트패드(160)을 형성할 수 있다.

도 2c는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 단위화소에 대한 단면구조를 도시한 것이다.

도 2c를 참조하면, 각 단위화소는 도 2b에 도시된 더미화소의 구조와 마찬가지로 기판(200, 도 1의 11에 해당됨)의 버퍼

층(205)상에 소오스/드레인영역(212), (214)과 채널영역(216)을 구비하는 반도체층(218)과, 게이트 절연막(220)상에 형

성된 게이트(226)과, 층간 절연막(230)상에 상기 소오스/드레인영역(212), (214)과 콘택홀(232), (234)를 통해 연결되도

록 형성되는 소오스/드레인 전극(242), (244)을 구비하는 박막 트랜지스터가 형성된다.

보호막(250)상에는 비어홀(254)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(242), (244)중 드레인전극(244)에 연결되는 애노드전

극(265)이 형성된다. 단위화소는 R, G, B 화상을 표시하기 화소이므로, 도 2b에 도시된 더미화소와는 달리 상기 애노드전

극(265)의 일부분을 노출시키는 개구부(275)를 화소분리막(270)에 형성하고, 상기 개구부(275)내의 애노드전극(265)상

에 유기막층(280)을 형성한다. 상기 유기막층(280)은 정공주입층, 정공수송층, 유기발광층, 전자수송층, 전자주입층 및 전

자장벽층으로부터 선택되는 유기막층을 포함한다. 기판전면에 캐소드전극(285)이 형성된다.

본 발명의 일실시예에서는 애노드 전극패턴(267)과 소오스/드레인 전극패턴(247)을 구비하는 테스트패드(160)를 비표시

영역(13)에 배열하였으나, 다른 예로서 게이트 전극(225)을 형성할 때 게이트 절연막(220)상에 상기 게이트전극(225)과

는 분리되는 게이트 전극패턴을 형성하고, 층간 절연막(230)과 게이트 절연막(220)을 식각하여 콘택홀(231), (235)을 형

성할 때 상기 게이트 전극패턴이 노출되도록 개구부를 형성하며, 이후에는 상기한 바와같은 방법으로 소오스/드레인 전극

패턴(247)과 애노드전극패턴(267)을 형성한다. 따라서, 테스트패드(160)는 개구부를 통해 전기적으로 서로 연결되는 게

이트 전극패턴, 소오스/드레인 전극패턴(247) 및 애노드 전극패턴(267)의 3층구조를 갖을 수도 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치의 단면도로서, 도 2a의 IIB-IIB선에 대응하는 단면구조를 도

시한 것이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치는 소오스/드레인 전극의 신호를 측정하기 위한 것

으로서, 상기 소오스/드레인 전극에 연결되는 테스트패드(160)을 구비한다. 도 3의 단면도에는 상기 소오스/드레인 전극

(341), (345)과 분리되어 테스트패드(160)인 소오스/드레인 전극패턴(347)이 형성되는 것으로 도시되었으나, 도 2a에서

와 동일한 방법으로 스위칭 박막 트랜지스터(120) 또는 구동 박막 트랜지스터(140)의 소오스/드레인 전극(125), (127) 그

리고 (241), (245)로부터 연장되어 비표시영역(13)에 배열되도록 테스트패드(160)를 형성하는 것이다. 이때, 테스트패드

(160)는 비표시영역(13)에 배열되어, 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 전극(341), (345)에 연결되는 다양한 형태로 형성

가능하다.

본 발명의 다른 실시예에 따른 단위화소의 단면구조는 도 2c에 도시된 일실시예의 단위화소의 단면구조와 동일한 구조를

갖는다.

도 3을 참조하여, 다른 실시예에 따른 테스트패드를 구비한 유기전계 발광표시장치의 단면구조를 살펴보면, 일 실시예에

서와 마찬가지로 기판(300, 도 1의 11에 해당됨)의 버퍼층(305)상에 형성되고 소오스/드레인 영역(311), (315) 및 채널영

역(317)을 구비한 반도체층(310)과, 게이트 절연막(320)상에 형성된 게이트(325) 및 층간 절연막(330)상에 형성되는 소

오스/드레인 전극(341), (345)을 구비하는 박막 트랜지스터가 기판상에 형성된다. 상기 소오스/드레인 전극(341), (345)

은 콘택홀(331), (335)을 통해 상기 소오스/드레인 영역(311), (315)에 각각 연결된다.

비표시영역(13)의 층간 절연막(330)상에는 테스트패드(160)가 형성된다. 상기 테스트패드(160)는 상기 소오스/드레인 전

극(341), (345)을 형성할 때 동시에 형성되는 소오스/드레인 전극패턴(347)을 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극패턴

(347)은 상기 소오스/드레인 전극(341), (345)에 연결되어진다.
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보호막(350)상에는 비어홀(355)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(341), (345)중 드레인 전극(345)에 연결되는 더미화소

전극인 애노드전극(360)이 형성되고, 화소분리막(370)상에는 캐소드전극(385)이 형성된다. 상기 테스트패드(160)용 소

오스/드레인 전극패턴(347)은 화소분리막(370)과 보호막(350)에 형성된 개구부(377)를 통해 노출된다.

상기 개구부(377)를 형성하는 방법은 화소의 애노드전극을 노출시키는 개구부를 형성할 때, 상기 화소분리막(370)과 보호

막(350)을 동시에 식각하여 개구부를 형성하거나 또는 보호막(350)을 식각하여 비어홀(355)을 형성할 때 보호막(350)에

개구부를 형성한 다음 화소분리막(370)을 식각하여 개구부를 형성할 수도 있다.

본 발명의 다른 실시예에서는 테스트패드(160)가 단일의 소오스/드레인 전극패턴(347)을 구비하는데, 다른 예로서 게이

트 전극(325)을 형성할 때 비표시영역(13)에 상기 게이트 전극(325)과는 전기적으로 분리된 게이트 전극패턴을 형성하고,

상기 층간 절연막(330)과 게이트 절연막(320)을 식각하여 콘택홀(331), (335)을 형성할 때 상기 게이트 전극패턴이 노출

되도록 개구부를 형성하며, 상기한 바와같이 소오스/드레인 전극패턴(347)을 형성하고 개구부(377)를 형성한다. 이로써,

테스트패드(160)는 서로 전기적으로 연결되는 게이트 전극패턴과 소오스/드레인 전극패턴(347)의 적층구조를 갖을 수도

있다.

상기 테스트패드(160)을 형성하는 방법은 층간 절연막(330)상에 소오스/드레인 전극물질을 증착한 다음 패터닝하여 소오

스/드레인 전극(341), (345)을 형성할 때 상기 소오스/드레인 전극(341), (345)에 연결되는 소오스/드레인 전극패턴(347)

을 형성한다. 이어서, 기판상에 보호막(350)을 증착한 다음 식각하여 비어홀(355)을 형성하고 화소분리막(370)을 식각하

여 단위화소에 개구부를 형성할 때 상기 소오스/드레인 전극패턴(347)의 일부분이 노출되도록 상기 개구부(377)를 형성

한다.

본 발명의 다른 실시예에서도 테스트패드(160)용 소오스/드레인 전극패턴(347)과 개구부(377)를 소오스/드레인 전극 및

화소의 개구부형성시 동시에 형성하므로써, 추가의 공정없이 비표시영역(13)에 테스트패드(160)를 형성할 수 있다.

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치의 단면도로서, 도 2a의 IIB-IIB선에 대응하는 단면구조를

도시한 것이다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치는 게이트 전극의 신호를 측정하기 위한 것으로

서, 상기 게이트 전극에 연결되는 테스트패드(160)를 구비한다. 도 4의 단면도에는 상기 게이트 전극(425)과 분리되어 테

스트패드(160)인 게이트 전극패턴(327)이 형성되는 것으로 도시되었으나, 도 2a에서와 동일한 방법으로 스위칭 박막 트

랜지스터(120) 또는 구동 박막 트랜지스터(140)의 게이트 전극(123), (225)으로부터 연장되어 비표시영역(13)에 배열되

도록 테스트패드(160)을 형성하는 것이다.

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단위화소의 단면구조는 도 2c에 도시된 일 실시예의 단위화소의 단면구조와 동일한 구조

를 갖는다.

도 4를 참조하여, 또 다른 실시예에 따른 테스트패드를 구비한 유기전계 발광표시장치의 단면구조를 살펴보면, 일 실시예

에서와 마찬가지로 기판(400)의 버퍼층(405)상에 박막 트랜지스터가 형성된다. 상기 박막 트랜지스터는 버퍼층(405)상에

형성된 소오스/드레인 영역(411), (415) 및 채널영역(417)을 구비한 반도체층(410)과, 게이트 절연막(420)상에 형성된 게

이트(425) 및 층간 절연막(430)상에 형성되는 소오스/드레인 전극(441), (445)을 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극

(441), (445)은 콘택홀(431), (435)을 통해 상기 소오스/드레인 영역(411), (415)에 각각 연결되어진다.

비표시영역(13)의 층간 절연막(430)상에는 테스트패드(160)가 형성된다. 상기 테스트패드(160)는 상기 게이트 전극

(425)을 형성할 때 동시에 형성되어, 상기 게이트 전극(425)에 연결되는 게이트 전극패턴(427)을 구비한다.

보호막(450)상에는 비어홀(455)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(441), (445)중 드레인 전극(445)에 연결되는 더미화소

전극인 애노드전극(460)이 형성되고, 화소분리막(470)상에는 캐소드전극(485)이 형성된다. 상기 테스트패드(160)용 게

이트 전극패턴(427)은 화소분리막(470), 보호막(450) 및 층간 절연막(430)에 형성된 개구부(477)를 통해 노출된다.

상기 개구부(477)를 형성하는 방법은 화소의 애노드전극을 노출시키는 개구부를 형성할 때, 상기 화소분리막(470) 및 보

호막(450)과 층간 절연막(430)을 동시에 식각하여 개구부(477)를 형성할 수도 있으며, 또는 층간 절연막(430)과 게이트
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절연막(420)을 식각하여 콘택홀(431), (435)을 형성할 때 상기 게이트 전극패턴(427)상부의 층간 절연막(430)을 식각하

여 개구부를 형성하고, 상기 보호막(450)을 식각하여 비어홀(455)을 형성할 때 보호막(450)에 개구부를 형성한 다음 화소

분리막(470)을 식각하여 개구부(477)를 형성할 수도 있다.

또 다른 실시예에 따른 상기 테스트패드(160)을 형성하는 방법은 게이트 절연막(420)상에 게이트 전극물질을 증착한 다음

패터닝하여 게이트 전극(425)을 형성할 때 게이트 전극패턴(427)을 형성하고 상기한 바와같은 방법으로 개구부(477)를

형성하여 줌으로써, 추가의 공정없이 비표시영역(13)에 테스트패드(160)를 형성할 수 있다.

본 발명의 실시예에서는 금속의 전극물질만으로 테스트패드를 형성하는 것을 예시하였으나, 반도체층으로 사용되는 폴리

실리콘막 또는 비정질 실리콘막과 같은 실리콘막 등을 전극패턴하부에 형성하여 테스트패드를 형성할 수도 있다.

본 발명의 실시예에서는 다수의 더미화소중 하나의 더미화소에 하나의 테스트패드를 연결구성하여 하나의 더미화소를 이

용하여 하나의 신호만을 측정하는 것을 예시하였으나, 다수의 더미화소에 애드노전극신호, 게이트 전극신호 및 소오스/드

레인 전극신호용 테스트패드를 다수개 연결구성하여 다수의 더미화소로부터 각각의 신호를 측정할 수도 있다. 또한, 다수

의 더미화소중 하나의 더미화소에 상기 애노드전극신호, 게이트 전극신호 및 소오스/드레인 전극신호용 테스트패턴을 연

결구성하여, 하나의 더미화소로부터 다수의 신호를 측정할 수도 있다.

본 발명의 실시예에서는 표시영역에 배열되어 화상표시에 사용되지 않은 더미화소로부터 측정패드를 연결구성하여 상기

측정패드를 통해 신호를 측정할 수 있는 유기전계 발광표시장치에 대하여 설명하였으나, 화상 표시에 영향을 미치지 않는

범위내에서 상기 화상표시에 사용되는 화소로부터 상기 측정패드를 연결구성하여 상기 측정패드를 통해 신호를 측정하는

것도 가능하다.

본 발명의 실시예는 유기전계 발광소자(OLED)를 구비하는 유기전계 발광표시장치에 대하여 설명하였으나, 화소전극을

박막 트랜지스터를 이용하여 구동하는 액정표시장치와 같은 능동형 평판표시장치에도 적용가능하다.

발명의 효과

상기한 바와같은 본 발명의 실시예에 따르면, 박막 트랜지스터의 게이트전극 및 소오스/드레인 전극에 인가되는 신호 또는

애노드 전극에 인가되는 신호를 측정할 수 있는 테스트패드를 더미셀로부터 연장하여 비표시영역에 배열함으로써, 간단하

고 용이하게 신호를 측정할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위

에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이

해할 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 매트릭스형태의 화소배열구조 및 테스트패드를 보여주

는 평면도,

도 2a는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미화소 및 테스트패드에 대한 평면도,

도 2b는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미화소 및 테스트패드에 대한 단면도,

도 2c는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 화소에 대한 단면도,

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미화소 및 테스트패드에 대한 단면도,

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 더미 화소 및 테스트패드에 대한 평면

도,

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
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200, 300, 400 : 기판 210, 310, 410 : 반도체층

225, 325, 425 : 게이트 전극 220, 320, 420 : 게이트 절연막

241, 341, 441 : 소오스 전극 245, 345, 445 : 드레인 전극

250, 350, 450 : 보호막 260, 360, 460 : 애노드전극

270, 370, 470 : 화소분리막 280 : 유기막층

285, 385, 485 : 캐소드전극 160, 347, 447 : 테스트패드

도면

도면1
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도면2a

도면2b
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도면2c

도면3

도면4
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专利名称(译) 一种具有测试垫的有机发光显示装置

公开(公告)号 KR100669742B1 公开(公告)日 2007-01-16

申请号 KR1020040086775 申请日 2004-10-28

申请(专利权)人(译) 三星SD眼有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星SD眼有限公司

[标]发明人 SHIN BONGJU
신봉주
KIM EUNAH
김은아

发明人 신봉주
김은아

IPC分类号 H05B33/10

代理人(译) 李，杨HAE

其他公开文献 KR1020060037728A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供具有用于电测试的焊盘的AMOLED（有源矩阵有机发光二极
管），以将测试焊盘布置在非显示区域中，并通过从虚设单元延伸测试
焊盘来容易地测量信号。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f21a920f-57a5-4128-a474-a246a710e9af
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037145447/publication/KR100669742B1?q=KR100669742B1

